Prof. Dr. H. Hakan Kuntman 21 Mart 2011

Endiistriyel Elektronik
(1. Yalici Smavi)

Siire 80 dakikadir. Sorularin tiimii yanitlanacaktir. Kendi not ve
kitaplarimizdan yararlanabilirsiniz. puanlar: Soru 1 (35), Soru 2
(30), Soru 3 (20), Soru 4 (15).

1. Sekil-1'deki akim kaynagi devresi cikis akimi arttirilmig bir islemsel kuvvetlendirici
yapisl ile gerceklestirilecektir. Besleme gerilimleri Voc = Ve = 5V olacaktir. Devrenin
girisine genligi 1V olan sinilizoidal bir isaret uygulanmaktadir. Devrenin c¢ikis
akimimin tepe degerinin 50mA olmas1 ve baglanabilecek maksimum yiik
durumunda olabilecek en yiiksek gerilim dalgalanmasinin elde edilmesi isteniyor.

a- Islemsel kuvvetlendiricinin ¢ikis akimini arttirmak iizere bir devre tasarlayiniz,
tasarimda gozoniinde bulundurdugunuz kriterleri belirtiniz. (Kullanmilabilecek
tranzistorlar icin Veg = 0.6V, Vcear = 0.2V almabilir. Kullanilabilecek islemsel
cikisindan alinabilecek maksimum akim Is = 10mA dir). Devrenin tiimiini
tasarladiginiz kismi da icerecek bicimde ¢iziniz.

b- Direng degerlerini belirleyiniz.

c- (b) icin baglanabilecek en biiyiik yiik direnci degerini bulunuz.
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2. Sekil-2'deki tek yollu dogrultucu 10kHz'e kadar siniis bicimli isaretlerin dogrultulmasi
icin kullamlacaktir. Devre +5V'luk simetrik besleme gerilimi ile cahistirllacaktir.
Dogrultucunun gerilim kazancinin Ky = 10, giris direncinin 10kOhm, ortalama deger
dogrultucusu olarak kullanilirken ortaya ¢ikacak alcak frekans hatasinin h1 < %o0.01, f
= 10kHz de ortaya cikacak frekansa bagl bagil hatanin da h. < %1 olmasi isteniyor.
Diyodun toparlanma ts = 0.5usn olarak verilmistir (Vsat = Vsat' =1V).

a) Direnc degerlerini belirleyiniz.

b) Islemsel kuvvetlendiricinin saglamasi gereken 6zellikleri bulunuz.
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3. Sekil-3'deki devre ile giris isaretinin logaritmasi ile orantih bir cikis isareti elde
edilecektir. Devrenin giris direnci 10 kOhm olacaktir. Giris, isareti Vi = 1V iken cikis
geriliminin Vo = 0 olmasi ve cikista 2V/dek'lik bir degisim elde edilmesi isteniyor. Devre
elemanlarini ve I1 akiminin degerini belirleyiniz. R; = 1k alinacaktir.
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4. Gecis iletkenligi kuvvetlendiricisi (OTA) kullanilarak, Sekil-4’deki band sondiiren
siizgec devresi gerceklestirilecektir. Aktif siizge¢ birim kazanchh Butterworth
karakteristigini saglayacak (Qp = 0.707) ve sondiirme frekans1 iMHz olacaktir. OTA
egimleri gmi= gm2 = 1mA/V olarak secilecektir. C1, C2 kondansatorlerinin
kapasitelerine verilmesi gereken degerleri bulunuz, gm3 ve gm4 egimlerine verilmesi
gereken degerleri belirleyiniz.

Birim kazancl BS siizgecin gegis
fonksiyonu
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